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W postgpowaniu kwalifikacyjnym o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk fizycznych, dyscyplina fizyka.

Informacje podstawowe o Habilitantce

Dr Agnieszka Woto$ ukoriczyta studia magisterskie w zakresie fizyki ciata statego na Wydziale
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1999 przedstawiajac prace "Sprzezenie plazmon-
fonon w rozpraszaniu ramanowskim w azotku galu" i w tym samym roku podjeta tam studia
doktoranckie.

Rozprawe doktorskg pt. »Properties of Mn impurity in the selected group -V
semiconductors”, obronita z wyréznieniem w roku 2005, Promotorem zaréwno pracy
magisterskiej, jak i doktorskiej byta prof. dr hab. Maria Kamiriska, Zaktad Fizyki Ciata Statego
UW. Temat doktoratu dotyczyt azotku galu domieszkowanego manganem, jako potencjalnego
materiatu dla spintroniki. Przy pomocy wielu technik, takich jak EPR, absorpcja optyczna,
pomiary magnetooptyczne i transportowe oraz TEM, doktorantka zbadata i opisata na bazie
modelu pola krystalicznego, wptyw domieszki na strukture i zachowanie pasm w GaN:Mn.
Materiat z tych badan stat sig podstawa 6-ciu artykutéw opublikowanych w renomowanych
czasopismach Phys. Rev. B, Appl. Phys. Lett., J. Appl. Phys., w ktdrych, za wyjatkiem jedne;j
pracy Pani Wotos jest pierwszym autorem. Prace te sg szeroko cytowane, np. praca "Optical
and magnetic properties of Mn in bulk GaN" Phys. Rev. B69 (2004) A. Wotos et al. miata juz 55
cytowan. Artykut przegladowy "Magnetic impurities in wide band-gap IlI-V semiconductors"
autorstwa A. Wotos & M. Kaminska, zostat umieszczony jako rozdziat ksigzki Spintronics ed.
Elsevier, wydanej w 2008 r. przez Tomasza Dietla, Dawida Awschalom'a, Marie Kaminskg oraz
Hideo Ohno. Podczas doktoratu pani A. Wotos wyjezdzata na tygodniowe pobyty do Francji,
Holandii, na Litwe, spedzita tez miesigc w Canberze w Australian National University.

Po doktoracie odbyta dwuletni stas naukowy post-doc w Institut fiir Halbleiter und
Festk6rperphysik na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linzu, Austria, gdzie pracowata w
grupie prof. W. Jantscha, zajmujac sie przy pomocy techniki EPR wiasnosciami elektronowymi
GaN domieszkowanego zelazem. W Linzu dr Agnieszka Wotoé zaczeta tez po raz pierwszy
bada¢ rezonans plazmowo cyklotronowy w strukturach dwuwymiarowych. Po powrocie do
kraju w 2007 r. zostata zatrudniona w Zespole Spektroskopii Mikrofalowej w Instytucie Fizyki
PAN, po pewnym czasie wiaczyta sie tez aktywnie w tworzenie laboratorium EPR na
Uniwersytecie Warszawskim w grupie Prof. Marii Kamiriskiej. Dr Wotoé do dzi¢ sprawuje
opiekg nad aparaturg i jej rozbudowa. Spektroskopia mikrofalowa jest gtdwng technikg
eksperymentalng Habilitantki, z pomoca ktérej prowadzi badania wtasciwosci nosnikéw masy
efektywnej oraz magnetotransportu w nowych Zaawansowanych dwu- i trzywymiarowych
materiatach potprzewodnikowych, takich jak heterostruktury na bazie GaN, izolatory
topologiczne, polimery stosowane w ogniwach stonecznych czy epitaksjalny grafen.



Jako osiggnigcie naukowe Ww postepowaniu habilitacyjnym wszczetym w dniu
20.09.2016 r, okreslonym w art. 16 ustgp 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym, dr Agnieszka Woto$ przedstawia cykl szesciu publikacji
zatytutowany ,Zastosowanie spektroskopii mikrofalowe] do badan noénikéw masy efektywne;
w wybranych dwuwymiarowych i tréjwymiarowych strukturach krystalicznych". Cel naukowy
wymienionych prac, stosowane metody pomiarowe oraz otrzymane wyniki zostaty
podsumowane W zwieztym  kilkunastostronicowym autoreferacie. Do wniosku autorka
dotaczyta oswiadczenia wspotautoréw o ich wktadzie w przytoczone publikacje, a takze
omowienie catego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Ocena cyklu publikacji zatytutowanego ,Zasosowanie spektroskopii mikrofalowej do badari
noénikéw masy efektywnej w wybranych dwuwymiarowych i tréjwymiarowych strukturach
krystalicznych”, stanowigcego podstawe postepowania habilitacyjnego

Cykl prac [A1-A6] przedstawiony jako osiggniecie powstat w latach 2007-2016; trzy
prace zostaty opublikowane w Phys. Rev. B, jedna w Phys. Rev. Letters, jedna w Physica B i
jedna w J. Cryst. Growth. Przedstawiony cykl prac prezentuje wyniki badan stanow
elektronowych i dziurowych, koncentracji i ruchliwosci, relaksacji, oddziatywania spin-
orbitalnego oraz transportu elektrycznego w domieszkowanych dwu- i trzywymiarowych
strukturach pétprzewodnikowych oraz w trzywymiarowych izolatorach topologicznych BizTes
i Bi;Ses. Obserwacje rezonansu plazmowo-cyklotronowego oraz efektu Shubnikova - de Haasa,
ktére postuzyty do otrzymania informacji na temat nosnikow masy efektywnej, dr Wotos
prowadzita przy pomocy nowoczesnego spektrometru EPR na pasmo X przy uzyciu wneki
rezonansowej TEip2 z uzyciem kriostatu helowego i mozliwoscia zmiany kata pomiedzy
kierunkiem pola magnetycznego, a normalng do powierzchni probki. Trzeba nadmienic¢, ze
tematyka uprawiana przez Habilitantke nalezy, fgcznie ze spintronika, do najbardziej
aktualnych dziedzin badan fazy skondensowanej materii.

We wszystkich pracach [A1-A6] Habilitantka jest pierwszym autorem. Dotaczone
oéwiadczenia wspdtautoréw nie pozostawiaja watpliwosci, ze dr Agnieszka Woto$ petnita
dominujaca role, jako autor idei eksperymentu, wykonawca pomiaréw, osoba analizujaca
wyniki przy pomocy wybranych modeli, piszaca publikacje i dyskutujgca z recenzentami. SWoj
udziat w przedstawionych pracach dr Woto$ szacuje ¢érednio na 60 % i z pewnoscig nie jest to
wielko$é zawyzona, jako ze w przypadku publikacji [A3-A5] kierowata réwniez odpowiednim
projektem. Oprocz najblizszych wspdtpracownikéw (prof. M. Kaminska i dr hab. A. Drabiriska),
deklarujacymi niewielki udziat, wspotautorami prac sg osoby wykonujace probki -np.
monokrysztaty GaN domieszkowane Si, heterostruktury GaN/AIGaN otrzymywane metoda
epitaksji z wigzek molekularnych, czy monokrysztaty Bi,Ses hodowane metoda Bridgemana.
Sa to zaawansowane technologie, bez dostepu do ktérych, postep badan materiatéw
pétprzewodnikowych bytby niemozliwy.

Praca [A1] opublikowana w J. Cryst. Growth. w 2014 r. stanowi wprowadzenie do
catego cyklu, jako ze omawia zastosowanie spektrometrii mikrofalowej do badan transportu
elektrycznego w nowych materiatach poétprzewodnikowych i daje przeglad najbardziej
charakterystycznych wynikow. Habilitantka przedstawita wyniki pomiaréw rezonansu
plazmowo-cyklotronowego oraz efektu Shubnikova - de Haasa dla dwuwymiarowego gazu
elektronowego tworzacego sig¢ na granicy warstw w heterostrukturze GaN/AlGa1«N
i pokazata, ze analiza ksztattu linii rezonansowej dostarcza informacji o koncentracji
elektrondéw, ruchliwoséci i masie efektywnej. Autorka zaprezentowata tez, ze z pomoca
spektrometru EPR dysponujgcego odpowiednig wneka rezonansowa, dla prébek z niska



ruchliwoscig gazu elektronowego mozna prowadzi¢ zaawansowane badania efektéw
kwantowych stabej lokalizacji i antylokalizacji. Efekty kwantowe powoduja modyfikacje widm
EPR wystepujagce w stabych polach, co przedstawiono na wynikach uzyskanych dla
epitaksjalnego grafenu, izolatora topologicznego Bi;Te,Se oraz uktadu heterostrukturalnego
GaN/AlxGaixN. Analiza sygnatu zarejestrowanego dla ostatniej probki przy pomocy modelu
Schmult et al. PRB 2006 pozwolita Habilitantce na wyznaczenie wartodci pola oddziatywania
spin orbita Bso » 2mT, ktére nie zalezato od temperatury, a stad dalej oszacowac parametr
Rashby, ktéry okazat sie zbiezny z danymi literaturowymi. Tak wiec spektroskopia mikrofalowa
okazuje sie byé cenna alternatywa dla badai wtasnoéci elektronowych materiatéw
potprzewodnikowych, nie Wymagajacy stosowania kontaktéw oraz nie czutg na obecno$é
buforowych warstw przewodzacych (np. podktadek Czy migdzywierzchni), z czego Habilitantka
bedzie péiniej korzysta¢ w dalszych pracach, zwtaszcza dotyczacych badan izolatoréw
topologicznych.

Prace A2 i A3 poswiecone sa bardziej szczegétowym badaniom efektu Shubnikova de
Haasa oraz krawedziowego rezonansu pIazmonowo-cyklotronowego w dwuwymiarowym
gazie elektronowym (2DEG) w heterostrukturze GaN/AlxGaixN na granicy warstw GaN i Al,Ga,.
xN. Rezonans taki byt po raz pierwszy zaobserwowany i opisany wiasnie przez dr. Agnieszke
Wotos w roku 2007, Dobrej jakosci prébki charakteryzujgce sie wysoka ruchliwoscig
elektronowg otrzymane byty technikg MBE. Widma byty rejestrowane przy réznym kacie
pomigdzy kierunkiem pola magnetycznego, a normalng do powierzchni probki. Autorka
zbadata réwniez wptyw o$wietlenia oraz na linie rezonansowe oraz oscylacje SdH. Korzystajac
z teorii sprzezenia plazmowo-cykltronowego, zaleznego od rozmiardw prébki oraz modeluy
Drudego dla relaksacji pedu, wyznaczyta gestoscé elektronowa w warstwie 2D oraz ruchliwosé
cyklotronowg oraz kwa ntowg [A2]. Kolejnym celem Habilitantki byto zbadanie pola Rashby w
materiatach na bazie azotku galu - objetosciowym GaN:Si oraz wymienionym powyzej uktadzie
2DEG wystepujacym w GaN/AlGay,N. Temat sprzezenia spin-orbita oraz pola Rashby jest
wazny ze wzgledu na jego negatywny wptyw na czas relaksagji spinowej i poszukiwanie
materiatéw o dtugim czasie koherencji spinowej (niezbednym dla przekazu informaciji).
Badania Habilitantki [A3] wykazaty zasadniczg réznice oddziatywania spin-orbita oraz czasu
relaksacji w objetosciowym GaN w porownaniu z zachowaniem dwuwymiarowych
heterostruktur. Podczas gdy sprzezenie spin-orbita w objetosciowym GaN jest znikome, a
spinowe czasy Zycia w niskich temperaturach siegaja 20 ns, dla uktadu 2DEG brak byto sygnatu
rezonansu spinowego w pasmie X z powodu duzego rozszczepienia spinowego zwigzanego
silnym polem Rashby. Przyczyne tej réznicy dr Wotosé wyttumaczyta obecnoscia silnych pol
elektrycznych na ztaczu wywotanych efektem piezoelektrycznym. Na podstawie anizotropii
czynnika g nosnikéw masy efektywnej w GaN, oszacowata, ze pole Rashby w materiale
objetosciowym nie przekracza wartoéci 400 G.

W pracy A4 z roku 2011 Habilitantka wykorzystata technike rezonansu spinowego oraz
pomiary efektu Halla do poznania natury przejscia metal-izolator (M-1) w arsenku galu
domieszkowanym krzemem. Autorka wykonata systematyczne badania pasm domieszkowych
dla dwéch serii prébek (cienkowarstwowych i objetosciowych) o koncentracji donora Si
W przedziale 10" - 10'° em. Do opisu temperaturowej zaleznosci efektu Halla (opornosé,
ruchliwos¢, efektywna koncentracja) autorka postuzyta sie formalizmem uwzgledniajgcym trzy
mechanizmy przewodnictwa, w pasmie macierzystym i paémie stanéw donorowych. Pokazata,
Ze przy zwiekszaniu koncentracji Si tworzy sie paramagnetyczne pasmo Do pojedynczo
obsadzonych donoréw (27 mev ponizej dna pasma przewodnictwa GaN) oraz niemagnetyczne
Pasmo D~ podwdjnie obsadzonych donoréw (2.7 meV ponizej dna pasma przewodnictwa



GaN). Badania EPR wykazaty, ze w poblizu przejscia M-I nastepuje ttumienie momentow
magnetycznych zwigzane wypetnianiem standw D, a czas zycia elektronow w pasmie Do skraca
sie z powodu wzbudzeri do D" W przejéciu M-1, przy krytycznej koncentracji Si 1.6*10% cm?,
znika przerwa energetyczna miedzy podpasmami, a w stanie metalicznym elektrony zajmuja
stany niemagnetyczne.

Wiedza i doéwiadczenie Habilitantki w zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej do
prac nad pétprzewodnikami okazaty sie niezwykle cenne w badaniach izolatorow
topologicznych [AS5, A6], materiatéw nowej klasy, cechujacych sig egzotycznym stanem
przewodzacym na powierzchni, gdzie zalezno$¢ energii od wektora falowego ma ksztatt stozka
Diraca, podobnie jak w grafenie. Jak byto juz wspomniane, technika spektroskopii
mikrofalowej pozwala bada¢ wtasnosci powierzchni niezaleznie od wiasnosci objetosciowych,
a gtebokos¢ wnikania mikrofal zalezy od przewodnictwa w prébce. W pracy z roku 2012
opublikowanej w Phys. Rev. Lett. [A5] dr Agnieszka Woto$ badata oscylacje SdH oraz rezonans
cyklotronowy w probkach BixTes. Staranna analiza zaleznoéci katowych rezonansu oraz brak
salesnodéci od rozmiaru probki potwierdzily, ze badane sa poziomy Landaua stanow
powierzchniowych. Trzy linie rezonansowe wystepujace przy odpowiednich wartosciach pola
magnetycznego, autorka przypisata konkretnym przejsciom miedzy poziomami Landaua, a z
liniowej relacji dyspersji wyznaczyfa warto$¢ predkosci Fermiego 3260 m/s, ktéra okazata sie
dwa rzedy wielkosci nizsza niz wartoéci wyznaczane technika ARPES. Z kolei oscylacje SdH
pochodzace od catej objetosci prébki pozwolity autorce na wyznaczenie poziomu Fermiego.

We wstepie do artykutu A6 (Phys. Rev. B 2016) zamykajgcego cykl prac
przedstawionych jako osiagnigcie, dr A. Woto$ napisata, ze chociaz topologicznie chronione
stany powierzchniowe stanowig gléwny przedmiot zainteresowania, to natura stanow
objetosciowych ma wptyw na zachowanie powierzchni izolatora topologicznego i powinna by¢
szczegétowo badana. Dla dwéch serii krystalicznych prébek izolatora Bi2Se3 zawierajacych
odpowiednio niewielkie koncentracje domieszki typu n i p, autorka badata rezonans spinowy,
tacznie z zaleznoscia katowq i w kilku temperaturach. Wyznaczone czynniki g przewodzacych
elektronéw i dziur byty podobne i wyniosty ¢rednio 28 dla pola réwnolegtego i 19 dla pola
prostopadtego do osi ¢ krysztatu. Tak duze wartosci czynnika g sg wynikiem silnego
oddziatywania spin-orbita, co jest cecha charakterystyczng izolatoréw topologicznych.
Podobierstwo wynikéw uzyskanych dla elektronéw i dziur, $wiadczy o symetrii pomigdzy
pasmem przewodnictwa i pasmem walencyjnym.

Podsumowujac pragne stwierdzi¢, ze prace dr. Agnieszki Woto$ stanowiace podstawe
postepowania habilitacyjnego, reprezentujg bardzo wysoki poziom. Zaawansowane badania
Habilitantki prowadzone przy pomocy spektroskopii mikrofalowej dotyczg bardzo aktualnej
i waznej tematyki wtasnosci elektronowych i oddziatywania spin orbita w niskowymiarowych
uktadach pétprzewodnikowych oraz izolatorach topologicznych i wnoszg znaczacy wkfad
w rozwdj fizyki materii skondensowanej.

Ocena catego dorobku naukowego

Caty dorobek naukowy Habilita ntki jest bardzo wartosciowy i godny znania. W chwili obecnej,
tacznie z pracami przedstawionymi jako osiagniecie, dr Agnieszka Woto$ jest wspotautorka 30-
stu publikacji w waznych miedzynarodowych czasopismach o tagcznym Impact Factorze =76.7.
oraz 12-stu doniesieh w materiatach konferencji miedzynarodowych. przy czym w potowie
zaréwno pierwszej, jak i drugiej grupy publikacji, pani A. Wofos jest pierwszym autorem. Baza



Web of Science w dniu 9.01.2017 podaje 38 publikacji, 389 cytowan (350 bez autocytowan),
h-indeks autorki 10. Jak na kilkanascie lat dziatalnosci naukowej Habilitantki, s3 to bardzo
dobre dane. Najczesciej cytowane s3 prace z okresu doktoratu:

* A.Wotodetal. Phys. Rev. B 69 (2004) Optical and magnetic properties of Mn in bulk GaN (udziat
AW 60%) 55 cyt.

* A.Wotos et al. Phys. Rev. B 70 (2004) Neutral Mn acceptor in bulk GaN in high magnetic fields
(udziat AW 60%) 39 cyt.
" A Wotos et al. J. Appl. Phys. 96 (2004) Properties of arsenic antisite defects in Gay..Mn,As
(udziat AW 60%) 26 cyt.
* A. Wotos et al. Appl. Phys. Lett. 83 (2003) S-d exchange interaction in GaN:Mn studied by
Electron Paramagnetic Resonance (udziat AW 60%) 19 cyt.
Praca A5 A. Woto$ et al. Phys. Rev. Letters 2012 "Landau-Level Spectroscopy of Relativistic
Fermions with Low Fermi Velocity in the Bi,Te; Three-Dimensional Topological Insulator”, byta
cytowana juz 11 razy, a wczesniej cytowano te prace, gdy byta umieszczona jeszcze na portalu
arXiv. Wiadomo, ze liczba Cytowar rosnie z biegiem czasu, i tak prace pani Wotos w roku 2013
byty cytowane 12 razy, w 2014 - 25, w 2015 - 31, a w ostatnim roku juz 40 razy.
Dorobek Habilitantki obejmuje réwniez 12 publikacji w materiatach z konferencji
migdzynarodowych, np.:
" A. Wotos et al. Int. Conf. in Physics of Semiconductors, Zurich 2012, AIP Conf. Proc. (2013)
® A.Wotos et al. Semiconductor and Insulating materials Conference Vilnius 2009 Phys. Stat. Sol.
* A. Wotos et al. Int. Conference on Physics of Semiconductors Vienna 2006, AIP Conf. Proc.(2007)
= A Wolos$ et al. Int. Conf. on Physics of Semicond. Flagstaff Arizona 2004, Phys. Semicond. 2005,
referaty zaproszone (7):

* Conf. European Physical Society: Condensed Matter Division Groningen 2016

* Int. Conf. of Polish Society for Crystal Growth Zakopane 2016

" Energy Materials and Nanotechnology , Qingdao, China 2015

® Int. Conf and Exhibition on Mesoscopic and Condensed Matter Physics, Boston 2015

* Int. Conference on Crystal Growth and Epitaxy Warsaw 2013

" Semiconductor and Insulating Materials Conference, Vilnius 2008,
inne wystapienia ustne na konferencjach migdzynarodowych (5): Francja 2006,USA 2006,
Polska 2014, 2003 i 2001 r. oraz prezentacje plakatdw na konferencjach miedzynarodowych
(17, wtym 4 w Polsce). Zaproszenia do wygtoszenia referatéw na waznych konferencjach
migdzynarodowych sa wyrazem duzego uznania spotecznoéci naukowej dla osiggnieé
i aktualnosci przedmiotu badan dr. Agnieszki Wotos.

Habilitantka miata znaczny udziat w badaniach dotyczacych grafenu | jego zastosowan, jakie
byty prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim we wspotpracy z Instytutem Technologii
Materiatéw Elektronicznych, bedac wykonawca w projektach:
* Grafenowe, generacyjne czujniki przeptywu, NCBiR 1.12.2012 - 30.11.2015
* Bezkontaktowe badania efektow kwantowych elektronéw w grafenie, NCN OPUS4 25.07.2013
- 24.07.2015
Jako wykonawca prowadzita tez badania materiatéw dla fotowoltaikj organicznej w projekcie
* Nowe polimerowe ogniwa woltaiczne Badania wptywu budowy polimeru, architektury ogniwa
oraz rodzaju domieszki na sprawnoé¢ ogniwa NCBIR 1.12.2012 - 30.11.2015.
Dr. Woto$ wykazuje duza aktywnos¢ w zdobywaniu funduszy na badania. Duzym sukcesem
byto przyznanie finansowania projektom, w ktdrych byta kierownikiem:
1) Wtasnoéci domieszki Mn w GaN, KBN, 17.032004 - 16.02.2005 - grant promotorski,
2) Low temperature grown GaAs (LT-GaAs) material for optoelectronics and spintronics,
KBN 2001/2002



3) Elektronowy gaz dwuwymiarowy w heterostrukturach i studniach kwantowych
GaN/AlGaN do zastosowah spintronicznych, POL_PostDoc, 25.06.2007 - 24.12.2010 -
[A2, A3, A4]
4) Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej - wzrost
i badania krysztatow Bi;Tes, Bi:Ses oraz Bi,Te,Se- OPUS2 20.08.2012-19.08.2016
W ramach projektu Nr 3 powstaty m.in. publikacje A2, A3 i A4 osiggniecia habilitacyjnego,
natomiast w projekcie Nr 4 powstaty publikacje A5 i A6 osiagnigcia, a takze poniisze ciekawe
prace:
v A.Wolos et al. . Magn. Magn. Mater 419 (2016) IF 2.36, High spin configuration of Mn in Bi:Ses
three-dimensional topological insulator
v L Zhao et al. (A. Hruban, A. Wolos) Nature Communications Jan 2016, IF 11.47 Stable
topological insulators achieved using high energy electron beams
v A. Hruban et al. J. Cryst. Growth 407 (2014) , Reduction of bulk carrier concentration in
Bridgman - grown Bi2Se3 topological insulator by crystallization with Se excess and Ca doping.

Ocena dziatalnoéci dydaktycznej i organizacyjnej
Dorobek dr. Agnieszki Woto$ w dziatalnoéci dydaktycznej i organizacyjnej przedstawia sie
nastepujgco:

» Podczas studiéow doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim W latach 1999-2005
prowadzita zajecia rachunkowe do przedmiotow: Wstep do fizyki: Mechanika, Wstep do fizyki:
elektrycznoéé i magnetyzm, Wstep do fizyki atomu, czasteczkii ciata statego. Prowadzita zajecia
laboratoryjne w ramach Ill pracowni nadzorowata, zajecia magistrantow Wydziatu Fizyki UW.

= W roku 2012 w ramach kursu Techniki pomiarowe w nanotechnologii prowadzita wykfad
"Nanomateriaty i nanostruktury" dla studentéw Wydziatu Fizyki UW

= W roku 2015 prowadzita wykfad "Tréjwymiarowe izolatory topologiczne - chalogenki bizmutu"
w ramach Sympozjum Doktoranckiego IF PAN

« W roku 2016 w ramach kursu Techniki pomiarowe w nanotechnologii prowadzita wyktad
"Elektronowy rezonans paramagnetyczny" dla studentéw Wydziatu Fizyki UW

= W roku 2016 w ramach kursu Eksperyment fizyczny w warunkach ekstremalnych prowadzita
wyktad "Elektronowy rezonans paramagnetyczny” dla studentéw Wydziatu Fizyki UW

= Habilitantka byta opiekunem dwéch prac magisterskich; aktualnie jest promotorem
pomocniczym pracy doktorskiej na temat organicznych ogniw stonecznych.

= PBrata udziat w organizacji konferencji "German-Polish Conference on Crystal Growth,
Stubice/Frankfurt nad Odra 2011"

= Brata aktywny udzial w tworzeniu laboratorium EPR na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego w grupie Prof. Marii Kaminskiej. Dr Woto$ do dzis sprawuje opieke nad praca
aparatury i jej rozbudowa.

» Byta recenzentem artykutow dla redakcji Phys. Rev. B (10 razy)

Ocena koricowa

Moja opinia na temat dorobku naukowego oraz dziatalnosci badawczej pani dr. Agnieszki
Wotlo$, przygotowana na podstawie materiatéw dostarczonych przez Habilitantke, tekstow
publikacji oraz bazy Web of Science, jest bardzo pozytywna. Dr Agnieszka Wotos jest
dojrzatym, samodzielnym i bardzo aktywnym naukowcem. Tematyka wtasnosci
elektronowych  dwuwymiarowych struktur  potprzewodnikowych — oraz izolatoréow
topologicznych, ktorg sie zajmuje, nalezy do najbardziej aktualnych i waznych w dziedzinie
fizyki materii skondensowanej, a dr Woto$ ma w jej rozwoju znaczny udziat. Zastosowanie
spektrometrii EPR (i szerzej - spektrometrii mikrofalowej) do badan aktualnych zagadnien,



niewatpliwie przyczyni sie do wzrostu znaczenia tej techniki, zwtaszcza do badan wiasnosci
powierzchniowych. Bardzo cennym aspektem pracy dr. Wotog jest rownolegte korzystanie
z innych technik, np. pomiaréw transportowych, optycznych lub efektu Halla, dla otrzymania
Szerszego spectrum informacji. Wazne jest prowadzenie pomiaréw dla serii probek,
gwarantujgce prawidtowoéé wycigganych wnioskdw, wspotpraca z zespotem technologicznym
odpowiedzialnym za syntezy probek, ogdlna wiedza, a nawet doswiadczenie zdobyte przy
badaniu innych materiatéw (grafen, polimery). Nalezy doceni¢ réwnie; wnikliwg analize
wynikéw i pomystowoé¢ Habilitantki. Bez watpienia dr Agnieszka Wotog wnosi swoj
wartosciowy udziat do osiggnie¢ warszawskiej szkoty pétprzewodnikow.

Konkluzja

Cykl publikacji zatytutowa ny ,Zasosowanie spektroskopii mikrofalowej do badar nosnikéw
masy efektywnej w wybranych dwuwymiarowych i tréjwymiarowych strukturach
krystalicznych” jest osiggnigciem naukowym dr. Agnieszki Wotos i spetnia kryteria wymagane
W postgpowaniu habilitacyjnym.

W mojej opinii dorobek naukowy dr. Agnieszki Wotos, dydaktyczny i organizacyjny w petni
spetniajg wymagania Ustawy oraz rozporzgdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie oceny osiggnie¢ osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia
doktora habilitowanego. W zwigzku z tym popieram i Wwnosze o nadanie dr. Agnieszce Wotog
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych.
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